


















宮 本 良 之
ⅠⅡ-Ⅴ化合物半導休(110)面の原子配列と電子構造を記述するのに,理想表面に比べて陰
イオンは浮上し,陽イオンは bu】k-沈むという表面緩和のモデルが広く用いられている｡
この表面緩和の為,陽イオンから陰イオン-の電荷移動が起こり,陽イオンのDanglingBond
(DB)は空になると考えられている｡ この空の準位に陽イオンの内殻電子を光励起してやる
と,非常に局在性の強い励起子が存在する事が理論及び実験により確かめられている｡
LapeyreとAnderson(LA)1･)tま,GaAs(110)面からの共鳴光電子放出をCISモードで観
測し共鳴に効いているのは通常のAuger過程ではなく直接再結合(DR)過程であることから
光励起中間状態は確かに局在性の強い励起子であると主張した｡一方LAの実験は共鳴光電子
強度が励起光の偏光に対して光励起過程の選択則をはるかに越えて強く依存するという一見奇
妙な結果をも与えている｡
本研究ではこの奇妙な結果が上記の表面緩和モデルに基いて説明できるかどうかを調べる為
に,共鳴光電子の角度分布を計算した｡表面のバンド計算は, nearestneighbourtight-
bindingの方法を用い,表面の構造は結合距離を変えないままGaが沈みAsが浮くrotat卜
ona】-re】axationモデルの通りであるとした｡また直接再結合過程は励起されたGaの位置だ
けで起こるとして終状態正孔の波動函数のGa位置における振幅をとり出して行列要素を評価
した｡得られた角度分布は終状態正孔が表面状態または表面共鳴状態にあるような条件下にあ
るとき, ピー クを示し又偏光に依存する強度の違いにLAの実験結果を暗示する結論が得られ
た｡
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